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Siemens Transistor AC187K Datasheet

AC 187 K kompl. gepaart AC 187 K/AC 188 K NPN/PNP

NPN -Transistor fiir NF-Endstufen bis 3,56 W

AC 187 K ist ein legierter NPM-Germanium-Transistor in Vierkantgehiuse, Die An-
schiisse sind vom Gehause elektrisch isoliert, Der Kollektoranschluf ist durch eine
kleine Vertiefung im Kuhlblock gekennzeichnet. Der Transistor ist besonders zusam-
men mit AC 188 K als komplementiras Paar fir Endstufen bis 3,6 W verwendbar,

-3z CEF

Typ | Bestallnummer ﬁi" ¥
AC1BT K Q60103-X187-53 ; )
AC 187 Kkompl, gep.| QB0103-X187-K | RN

:!ﬁ-1—-|-—15,7ru.i—-. -7 -

Gewicht etwa 4.8 g Maie in mm
Grenzdaten
Kollektor- Emitter-Spannung Uceo 15 v
Kollektor- Basis-Spannung Yenn 26 W
Emitter-Basis- Spannung Yepo 10 W
Kollektorstrom Ic 2 A
Basisstrom In 03 A
Sparrschichttemperatur T a0 *C
Lagertemperatur T =56 bis+76| °C
Gesamtwerlustizistung Pece 1.0 w
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht- Kihiblech unter der
Befestigungsschraube bei sorgféltiger Montage  Aen = 46 ard W
Statische Kenndaten (7, = 256 °C)
Flr folgende Arbeitspunkte gilt:
Uca I Iy 8 Upe
md, m I-fly v
1] &0 0.3 165 <03
0 300 1.5 (0,6 bis 3) | 200 (100 bis 500) =< 0,65
o] 1000 = 164 = G5 <1
Paarungsbedingungen: AC 187 K/AC 188 K
B

(I = 300 mA; Uga = 0 V) E—'sua

2

Basis-Emitter- Spannung

{IC = 5 mA; ch =10 I'I|||I:| Ugg 115bis 145 | mV
Kollektor- Emitter-Sattigungsspannung

(I =1 A fur die Kennlinie, die bei konstantem

Basisstrom durch den Kennlinienpunkt

I = 1.1 A Ugg = 1V geht) Ut sat <06 v
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AC 187 K kompl. gepaart AC 187 K/AC 188K NPN/PNP

Statische Kenndaten Tu i 90 25 *C
Kollektor-Emitter- Reststrom

(Ueey = 28V =Ugg = 1 V) Tepw = =< 200 T
Kollektor-Basis- Reststrom

(Ucgo = 10 V) Tego |B00(<2000)| 7 (= 35) A
Kollektor- Basis- Reststrom

(Uepa = 2B V) Tege (B00({<2600)| 26 (< 200) [ pA
Emitter-Basis-Reststrom

(Ugpo = 10V) Teao - 20 (< 200) | pA
Kollektor- Emitter- Durchbruchspannung

{Iceo = 300 mA) Uiericeo =15 v
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

(Icap = 200 pA) Uipmyena = 26 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Tgpo = 200 pA) Uisrieso =10 v
Dynamische Kenndaten (T, = 26°C)

Transitfrequenz (I = 10 mA; Uze = 2 V) 5 B(=1) MHz
Grenzfrequenz

in Emitterschaltung (I = 10 mA; Ugg = 2 V) fa 20 kHz
Kollektor- Basis- Kapazitat

(Uego = 5 V. F =450 kHz) Cero 100 pF

Temperaturabhingigkeit der Zuldssige Impulsbelastbarkeit
zuldssigen Gesamtverlustlelstung E Ffynga = F(f); » = Parameter
Frar = F(Tq) W
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AC 187 K kompl. gepaart AC 187 K/AC 188 K NPN/PNP

Stromverstitkung 8 = £ (1)
Ueg = 1V: Ty = Parameter
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Ausgangskennlinien [ = F (Uegd
Iy = Parametar
(Ernittersehaliung)
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Eingangskennlinien fy = F (L/gg)
Ueg = 1¥;: Ty = Parameter
(Emittarschaltung)
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Ausgangskennlinien I = F (L)
Iy = Parameter
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AC 187K kompl. gepaart AC 187 K/AC 188 K NPN/PNP

Kollektarstrom Jo = f (L)
Ueg =1V; Ty = Parameter
mA {Emitterschaltung)
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Temperalurabhangigkeit des Reststromes
Iepg = #(Tg): Ugpo = Parameter
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Sattigungsspannung Uoge: = F [ 1c)
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